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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Flijssigkristallanzeige nnit einenn hohen (Dffnungsverhaltnis und ein Verfahren zur Herstellung derselben 

Flussigkristallanzeige, die folgendes umfaf^t: 
ein transparentes isolierendes Substrat; eine Anzahl von 
Gate Bus-Leitungen und eine Anzahl von Daten-Bus-Lei- 
Tungen, die normal zu der Anzahl von Gate-Bus-Leitungen 
auf denn transoarenten isolierenden Substrat angeordnet 
sind, wobei ein Einheitspixelbereich durch einen Bereich 
festgelegt ist, der durch ein Gate-Bus-Leitungen-Paar und 
ein Daten Bus-LeiTungen-Paar begrenzt ist; eine erste 
Elektrode, die parallel nj der Gate-Bus-Leitung tnnerhalb 
des Einheitspixelbereichs angeordnet ist; eine erste Iso- 
lierschicht, die auf der ersten Elektrode ausgebildet ist; 
eine zweite Elektrode, die bei einem ausgewahlten Ab 
schnitt der oberen Oberflache der ersten Isolierschicht 
ausgebildet ist; eine transparente Elektroae, die innerhalb 
des Einheitspixefbereichs ausgebildet ist, wobei die erste 
transparente Elektrode um einen ausgewahlten Abstand 
von der zweiten Elektrode beabstandet ist und in Kontakt 
mit der ersten Elektrode ist; eine zweite Isolierschicht, die 
auf der oboror Oberflache dor ersten Isolierschicht ausge 
ft^in* :st dip d'O o^sTo t'^ristiaror tf. ^ ' ri:^r [)c]f ..'ui 

v-^f-'iUj Li(;Kl:tjj(.' (Mif idi:, L'i:io /weile Iransuarenlo bioKlr o 
ne, Clio aijf ae^ /weiten Isolierschicht ^^usneniloet ist, wo 
uiu /weiiu u ctisLid r et ue hlektroUt; ledweise liii UUui 
Ipinn mit Hom (33te-BL!s-Le!tL!r!gor! P22r Ljnd dcm DcJtcn 
Bus Leitunqen-Paar ist und in Kontakt mit der zwe ten 
Elektrode durch die zweite Isoiierschicnt ist; und ein 
Schaltelement, das elektrisch mit der ... 
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Bcschi^LMbung 

Die vorlicccndc Iirfindung bctriflt iiit allgciiicincn cine 
An/.cicc. (ienauL*r riLMritVi die vorlieeendc T^Xindung cine 
]'lussicknsiallan/ci j:e, die transparcnie Pixel-Iilcktroden > 
mil ciner Doppelschichisirukiur aulwcisi, ULxiurch sie ein 
hohes OlTnungsverhalinis /.eigt. Die vorliegendc lirfindung 
stcUi ein Verlahren /.ur Hersieilung dcrseiben hcreii. 

Bci viclen Anwcndungen haben Mussigknsiallan/cigcn 
("LCDs") Kathodcnsirahlrohrcn crsctzt, die ini allgciiicincn lo 
als "CRTs" bekanni sind, und zwar aufcrund einer Viirlfalt 
von (imnden, Insbcsondcrc sind die L(^Ds vici dunncr und 
im allgcnicinen leichicr als herkoiiinilichc CTOs. Brciicrc 
Anwcndungen, die LCDs vcrwcnden. criordcm einc Vie! fait 
von Eigenschaficn, /.. B. soli die TafelgroBe bzw. Schinii- is 
groBe crhoht werden, die Transniittanz dcs cintallcndcn 
Lichis verbessen werden, das Konirastverhalmis verbessen 
wcrdcn, dcr Sichiwinkel bzw. Bcirachtungswinkcl aalgc- 
weiiei werden und die Ansprech- bzw. Reaklionszeit redu- 
zicn werden. 20 

lis werden drei Verfahren zur Verbesserung der Transniit- 
tanz des einfallcndcn Lichis bereitgestelll. Als ersies wird 
das Offnungsverhalmis verbessen. Zweitens wird eine pola- 
risierende Platte mit hoherTransmittanz verwendet. Dritiens 
w ird ein Farbfilier mil hoher Transiiiilianz verwendcL Unier 23 
diesen drei Verfahren isi das ersie Vert^ahren zur Verbesse- 
rung des Offnungsverhalmis das am weitestens verbreiieie. 

Fig. 1 zeigt eine herkomniliche nussigkristallanzArige, die 
einen Dunnfiinitransistor als ein Schalteienient hat. uni Da- 
tensignale zu schaiten, die an eine Pixel-Elektrode angelegt M) 
werden. 

Ninunt man Bezug aufFig. 1, so ist ein iransparcntes iso- 
licrendes SubsLrat 1 bereiigeslellt, obwohl es in der 2^ich- 
nung nichi gezeigt ist, liegt ein anderes iransparentes isolie- 
rendes Subslrai deni Iransparenten isolierenden Substrat 1 
gegenuber, wobei cine FlussigkxistalLschicht dazwischen 
liegt. Eine Gate-Bus-Leilung 10 und eine Daten-Bus-Lei- 
tung 20 sind auf der inneren Oberflachc des Lransparenten 
isolierenden Subsirais 1 angeordnet und die Leitungcn 10 
und 20 sind zueinandcr orthogonal. Auf dcm Krcuzungs- 4() 
punki der Leiiungen 10 und 20 gibt es einen DunnfilmU'an- 
sistor 30. Der Dunnhlmtransistor 30 beinhaltet eine Ciate- 
Elcktrodc 31 die sich von der Gate-Bus-Leitung 10 er- 
sireckt. eine ^ource-Elektrode 36. die sich von der Daten- 
Bus-I^iiung 20 ersLreckt, eine Drain-Elekirode 37. die um 45 
einen ausgewalilien Abstand von der Source-Lie ktrode 36 
beabstandet ist, und eine Kanalschichi 33, die als ein Pfad 
t^Qr die Tragertransinission bzw. Ladungstrageriibcnragung 
von der Source-Llektrodc 36 zu der Drain-Elckirodc 37 und 
uiiigekehn wirki. Ilier isi ein Linheitspixelbercich als cin >o 
Bereich festgelegt, der durch die Gaie-I^us-LeiiLing 10 und 
die Daten-Bus-lx'itung 20 begrenzt ist. Line transparenie Pi- 
xel-L^lcktrodc 40 ist inncrhalb des Einheitspixelbereichs 
ausgebildct. Die transparcnte PivelTilektrode 40 ist um ei- 
nen ausgewahlten Absiand von der Cjale-lius-Leitung 10 55 
und der Datcn-Bus-Leitung 20 beabsiandet. Die transpa- 
rcnte Pixel-Elekircxle 40 isi mit der Drain-Llektrode 37 des 
Dunnfilnitransistors 30 verbunden. Line Speicherelekirode 
31b ist parallel zu der Gale-Bus-Leit ung 10 angeordnet und 
zwischen einem Paar von Ciate-Bus-I^itungen angeordnet. 6() 
Fig. 2 :st eine v ereinfachte Schnittansicht. die entlang einer 
Lime 202/202' der Fig. 1 genomnien ist. Ninimi man Bezug 
auf Fig, 2. so isi die Cjate-}:lekirode 31a uber dem transpa- 
renten isolierenden Subsirat 1 angeordnet, auf dem einc cr- 
sic Isolicrschichi 2 ajsgcbiidc: ist Line /weitc Isoiicr- 65 
schicht Oder eine Gaie-Isolierscnichi 32 ist auf der ganzen 
Oberflache eines ersier sich ergebenden Subsirais ausgebil- 
dct, auf dem die erste Isolicrschichi 2 und die Cjaic-l^lek- 




2 

trode 31a ausgebildei sind. Auf einem ausgewahlten Ab- 
schnitt der oberen Oberflache der Gaie-Isohcrschicht 32 isi 
eine Ilalbleiterschicbt 33 angeordnet, die als die Kanal- 
schicht wirkt. "f:inc At/-Stopcinrichiung /uni Verhindem ei- 
ncs Atzens dcr nalbleiterschichi 33 isi auf einem ausge- 
wahlten Abschnitt einer oberen Oberflache der Ilalbleiter- 
schichi 33 vorgesehen und schiiizt die daruntcr licgcndc 
I laibleiterschicht 33 v<:»r aui.^eren liintlussen bzw. vor der 
IJnigebung. Die Source-Llektrodc 36 und die Drain-Llek- 
trode 37 sind auf der Ilalblcitcrschicht 33 angeordnet. Zwi- 
schen der Source-Elekirodc 36 und dcr Ilalbleiierschicht 33 
und zwischen der Dram- Lie ktrode 37 und der I laibleiter- 
schicht 33 ist eine ohnische Kontakischicht aus doiienen 
amorphen Silicium zum ohmschen Konlaki mil der Source- 
und Drain-Elektrodc 36 und 37 angeordnet. 

Fig. 3 ist cine vereinfachte Schnittansicht, die entlang dcr 
Linie 203/203' der Fig. 1 genomnien ist. Ninimi man Bezug 
auf Fig. 3 und Fig. L so bildei die Spcicher-Llckirodc 31b 
einen Speicherkondensator 50 mit der darubcrliegcnden 
lransparenten Pixel-Elektrode 40 und der Gate-Isolier- 
schicht 32, die dazwischen zwischengeschichtet isi. 

Kehrt man zuriick zur Fig. L so diem die Trennung zwi- 
schen der iransparenten Pixel-Elektrodc 40 und der Dalen- 
Bus-Leilung 20, die dazu benachbart isi, dazu. ein horizon- 
tales Ubersprechen zwischen diesen zu verhindern. Mit ci- 
neni derartigen Aufbau ist es jedoch hiiufig schwieng, so- 
wohl die Speicherkapaziiiit als auch das Oftnungsverhaltnis 
ausreichend zu gewahrleisten. Um eine derartige Beschran- 
kung zu beseiiigen, wird eine uberlappie Struktur bereitge- 
stellt, bei der die transparcnte Pixel-Elektrode 40 sich mit 
dcr Dalen-Bus-Leilung 20 iiberlappt, wie durch die gestri- 
chelten Linien der Fig. 1 gezeigt isi. Die uberlappie Siruklur 
erino)ilicht es, ein hohes Off nuiiusverlialtnis von oder 
nichr zu erreichen, aber sie hat inimer noch den NachteiU 
daB ein vcrii kales Ubersprechen zwischen einem iiberl app- 
le ni Abschnitt der lransparenten Pixel- Lie ktrode 40 und der 
Daien-Bus-Leitung 20 bestehl. Zusaizlich wird weitcr eine 
Siruklur bereitgesielli, die ein Material, das cine vcrgieichs- 
weise niedrige Dieleklrizitalskonstanle aufwcist, als die da- 
zwischenliegende Isolicrschichi verwendel, jedoch hat die 
Siruklur den Nachteil, daB die Spcichcrkapaziiat abnimml. 

Dement spree he nd ist es Aufgabe dcr vorliegenden Lrhn- 
dung cin hohes Offnungsverhalmis zu erzielcn, ohne die 
Speichcrkapazitat zu veniiindern. 

Die Aufgabe wird durch die Gegenstande der unabhangt- 
gcn Ansprtiche gelosi. Vorteilhafte Austuhrungsfomien ge- 
hcn aus den Unteranspruchen hervor. 

GeniaB einem Aspekt derErlindung wird einc Lliissigkn- 
stallanzcige bereitgestelit . Die ]-^lussigkrisiallanzeige um- 
faBt: 

ein transparenies isoliercndes Subsirat; cine Anzahl von 
Cjatc-Bus-Leitungcn und cine Anzahl von Daien-Bus-I^M- 
tungen , die normal zu der Anzahl von Gatc-Iius-Lcitungen 
auf dem lransparenten isolierenden Subsirat angeordnet 
sind, wobei ein Lmheilspixclbereich durch cmen Bereich 
festgelegt isi, der durch ein Paar von Cjaic-Bus-l^itungen 
und ein Paar von Daien-Bus-T^itungen bcgren/t ist; cine er- 
ste Llcktrode. die parallel zu der CJate-Bus-Leitung inner- 
haJb des Einheiispixclbcreichs angeordnet isi, eine erste Iso- 
licrschichi, die auf der ersten Iilcktrcxic ausgebildct isi; eine 
zwciie Liekirode, die bei emem ausgcv^ aiilten Abschnitt der 
oberen Oberflache der ersten Isolicrschichi ausgebildct ist; 
einc erste transparcnte Iilckirodc. die innerhalb des Lmheits- 
pixclbereichs ausgebildct ist, wobei die erste transparcnte 
I llcktrode uni cincn ausgewahlten Abstand von der zwciten 
Itlcktrodc beabstandet ist und in Koniaki mit dcr ersten 
Llcktrode isi; eine zweite isohercnde Schicht, die auf der 
oberen Oberflache der ersten isolierenden Schicht ausgebil- 
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ticl isl, die (.lie ersic iransparcnic- lilckirodc unci die /w eilc 
lUckiAuic en; halt; cine /v\ciie iransparenie Hlektrode. die 
auf der zweiien Isolierschichi ausLicbildei ist, u obei die 
/weiic transparenle 1-lekirode leilwcise ini IJbertapp mil 
dcni Paar von Ciate-Bus-Leiiuniien und deiii Paar \on Da- 
len-fius-T.eiiun^en isi und in Koniaki mil der/ueiien i:lek- 
iri^xle dureh die /weiie Isolierschichi isi; unci ein Schaltele- 
menl, das elekinsch mil der /w eiten iranspurenten I'dckirode 
hindurch verbunden isi. 

CieniaB eineiii weiieren Aspeki uiiilaBi erne Idussigkri- 
stallan/,eige Tolgcndes: 

l:in transparentes isolierencies Substral; eine An /ah! von 
(jaie-Bus-Ix'ilungen und eine An/.ahl von Daien-Bus-Lei- 
tungen, die normal /u der An/.ahl von Ciaie-Bus-lxMiungen 
auf dcni Iran spare men isolicrcndcn Subslrat angeordnct 
sind, wobei em limheitspixelbereich durch einen Hercich 
leslgclegi isi- der durch ein Paar von Cjaie-Bus-Ixiiungen 
und cin Paar von Dalcn-Bus-Lciiungen bcgrcn/.i isi; erne cr- 
sie Hlckirodc, die parallel /.u der Gate-Bus-Leilunii inner- 
halb dcs limheitspixclbereich angeordnct isK wobei die ersie 
lilektrcxle einen ersten Abschniii mil einererslcn Breiic und 
einen /wcitcn Abschnut mil einer /.wciten Breiic, die groBcr 

• , I 1 ■ . T> • . 1- f*. . : _ T , , i: ,u: .u. ,j: , 

isi, al^ uiL' ui Mi: l>il'iil'. uiintiui, unit (jim(^ ^in^i >u iin^m , \.it%^ 

aul" der crsicn Hlektrode ausgcbildcl isl; cine zwcilc ]i\ck- 
Lrcxie, die bei eineiii ausgew alilien AbschniU cincr obcren 
Oberflachc der ersien Isolierschichi ausgebildet ist; eine 
transparentc Hlekirode, die innerhalb dcs Itmheiispixclbe- 
reichs ausgcbildel isl. wobei die ersie transparentc Hlekirode 
uni einen ausgcwahlien Absland von der zweilen Hlekirode 
beabslandei ist und in Koniakl mil der ersten Hlekirode ist; 
eine zweiie Isolierschichi, die auf einer oberen Obcrflache 
der ersicn isolicrenden Schicni ausgebildet ist, die die ersie 
transparentc Klcklrodc und die /.wcite HlcktrLxle ciuhali; 
eine zweile Lransparenie Idektrode, die auf der /weiten iso- 
licrenden Schicht ausgebildei ist, wobci die zwcite Lranspa- 
renie Hlekirode teilweise iiii (Jbcrlapp mil dem Paar von 
Gate-Bus-Lciiungen und dem Paar von Daien- Bus-Lei lun- 
gen ist und in Konlaki niit der zwciicn Hdckirocie durch die 
/wcile Isolierschichi hindurch isi; und ein Schaltelcnieni. 
das elekinsch mil der /wcitcn transparcnten Idcktrode ini 
Koniakl isl. 

CTCiiiaB eineni wcitercn Aspekt wird ein Verfahren fiir 
eine P'lussigkristallan/i?igc hcreitgesiellt, die einen crsien 
Kondensaior unifaBi, der durch iransparenie Pixcl-Hlcktro- 
den mil Doppelschichistruktur ausgebikiei ist. die auf einciii 
iransparenien isolicrenden Subslrat ausgebildet sind; und ei- 
nen /wcilen Kondensaior umfaBl, der durch die ersic und 
/wcile lilcktrode mil Doppelschichistruktur ausgebildet isl. 
wobei der crsic und /wciic Kontlcnsator elekinsch mil ci- 
ncm Dunnlilnilrans'.si^^r in Kontakt isl, der Source-, Drain- 
iind ( i.ite-ldektrodcn unil al^;. Das Vert ahrcn LJinf al:.! Kd- 
gcnde Schritle: Die ersie IdcKirodc. eine Cjale-Bus-Heitung 
und die Gaie-HlekiRxic wird aul eineiii transparcnten isolic- 
renden Subslrat ausgebildet. wonei die ersie Idektrotic par- 
allel /u der Ciaic-Bus-Lciiung angeordnci ist. und /u ar um 
ein ersics Inicrvall von der Ciaic-Bus-lxMtung beabslandei; 
cine crsle Isoliersciiichl wird aul einen; crsien sich erg c ben - 
den Subslrat ausLiebildct, das die ( i jic-TUis-Hcituni:! und die 



lius-Lcitung und beabslandei wm der ersicn transparcnten 
Idekirodc und Source- und Drain-] :ickirc\ien bcabstandet 
\\>neinander u erden auf den ausgcvs ahllcn Abschnillen der 
oberen Oberllache der ersten Isolierschichi glcich/eilig aus- 
> gcbildcl; 

cine /wciic Isolierschichi u ird auf einem /wcitcn sich erge- 
benden Substral, das wenigstens die Drain-ldektrode und 
die /wciie Idektrodc cm halt, ausgebildet: ein /weites 
Durchgangsloch, das einen ausgcwahlien Abschniii der 

to Drain-Iilcklrcxie treilegi. und ein dntics Durchgangsloch, 
das einen ausgcwahlien Abschniit der /weiten Hlektrode 
freilcgt, wird in der /weiien Isolierschichi ausgebildei; und 
cine /wcile transparentc Idcktrode in Koniakl mil der Drain- 
Idektrodc wird durch das /wcile Durchgangsloch und die 

\S /weiie Hdcklrode durch das dnllc Durchgangskx:h auf der 
/wcitcn Isolierschichi ausgebildet, wobei die z wcile trans- 
parentc Hlektrode icilweise ini t Jbcrlapp mil der Gat e- Bus- 
Ix'itung und der Datcn-Bus-Txitung isl. 

Die beigefugten Zeichnungcn zcigen bevor/ugtc Ausfuh- 

20 rungsfomien der Hrfindung. Bei der folgenden Beschrci- 
hung verschiedencr Austuhrungsfonncn werden weitere 
Me rk male otYcnbarl. Dabei konnen verse hiedene Me rk male 



niert werden. 

-5 Fif*, 1 ist eine vereinfachie Draufsichi einer hcrkoiiimli- 
chen Hlussigkristallan/eige. 

Kij>, 2 ist eme vereinfachie Schnittansicht. die cntlang der 
Linie 202-202' der Fig. 1 genoniiiien ist. 

Fig. 3 ist cine vereinfachie Schnittansicht, die enllang ei- 
30 ner Hinic 203-203' der Fig. 1 genomnien ist. 

Fig. 4 isl eine vereinfachie Draufsichi des Einheilspixel- 
bereichs in einer Hlussigkrisiallanzeigc der vorliegenden Hr- 
findung. 

Fig. 5 isi eine vereinfachie Schnittansicht, die entlang ei- 
ncr Linie 205-205' der Fig. 4 genommcn ist. 

Fig. 6 isl eine vereinfachie Schnittansicht. die entlang ei- 
ner Lime 206-206' der Fig. 4 genomnien ist. 

Fig. 7 ist ein Hrsatzschaltbild. 

Ini folgenden werden ausgcwahlte Ausfuhrungsfomicn 
4(j der vorliegenden Hrfindung dctailliert unter Be/ugnahnie 
auf die bciget^iigien Zeichnungen beschriebcn. 

Fig. 4 ist eine vereinfachie Drautsicht eines Hinheiispi- 
xelbereichs in einer Mussigkristallan/eige der vorliegenden 
Hrfindung. 

4-S Nimnit man lie/ug auf Fig. 4, so sind eine Gate-Bus-Lei- 
tung 60 und cine Daicn-Bus-Leitung 70. die senkrecht zu 
der Gale-Bus-IxMlung 60 angeordnci ist. auf emem transpa- 
rcnten isolicrenden Substral 200. wic /. B. einem Cjlassub- 
siral angeordnet. Auf cineiii Kreu/ungspunKl b/w. Schnill- 

>o punki der Ciaie-Bus-Lcitung 60 und der Daien-Bus-Lcitung 
70 h/u. in der Niihc davon isi cin Dimnfilmiransisuu KO .in- 
geordnel Hier isl ein Hdnheiispixclbereich als ein Bereich 
tesigelegt. der durch die Gaie-Bus-Lcitung 60 und die Da- 
ten- Bus-Lciiung 70 begren/t ist. Bei einem /entralen Ab- 
schniti dcs Ijnhciispixelbercichs ist einc ersie Idekirodc 81 b 
Oder cine unicre Idekirode parallel /u der Gaie-Bus-lx*itung 
60 angeordnci. Die ersic Idcktrode 81b bcsteht aus einem 
ersten Abschniii und cineni /wcitcn Abschniit mil /ucinan- 



•ciii ausL'cvv. anilc:i AnNClini; lmplt ^^r-^crcri (>nLT 11 acne ^U'- 

cin crsics Durchgangslocn wird in der ersicn isohcrcndcn 
Schich; derariig ausgcbndct. c.alS cm ausgcw ahlicr .Ar^- 
schniti der crsicn Idcktrode, der unier der crsicn Isolier- 
schichi licgl frcigclcgi ist: cine crslc transparentc Idcktrovlc 
isl :n Koniakl niil der crsicn Idckir-xic durch das er^le 
" jrciiijati l: vi^ djr L^r^icr ! ! tcs^'iucl ' . cmc /'aoic 
'■ ickif' 'dc. cine . \iic[^ ■ H L:^- ! c; : : ■ l: NC'ikrjcii; /[: dj* < kiu- 



.i': oc- . )alc:v fnjs- : lM u ! iK \^ oiiuiiJCijcii acr /v^ciic 

■'■;::!'■■ \ ' ■ ^' .ij- ' Kiicn- '>u^- ' c-uhil; "^(t ■ 

i )cr crslc .Ahschnitl isi liinsichi ,ich der Breiic grower ais der 
/wciic .Abschnut. l)cr csic Abschniti hat cine \icreckigc 
l^laiicnsirukiur. Auf dciii /wciien Abschniii der ersien Idck- 
ir».xlc 81b isl cine /wciic ldckir(.xic odcr cine obcrc Hlck- 
irixic 87 cincr \ icrcckigcn IMallenstruklur mil cincr Lolicr- 
s^iiu-iv., die .ki/w l^^■hen [icl::. .uil'.^ ^r..inc; \^^:^c cr^lc Irans- 
: \i-cn c ''ixe:- : ■ ickl r> vie ' . -de .-.nl ic t'lckir-sic i^: iniici- 
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halb dcs I:inhciispi\clbcrcichs aust:cbiklet Die crsic irans- 
parcnic PixcM:iL-ktrodc 91 ist uni cincn ausi!cw ahlicn Ah- 
stand von dcr Cjaic-Bus-I^-iiuriLi 60. tier Dijtcn-Bus-TxMtung 
70, Hlmii /wcilcn Abschniii dcr crsicn l^'lckirc^dc XI h iind 
dciii DunnfilinirLinsisior 8() hcahsiandct. Die crsic transpa- ^ 
rente Pixel-l^lekirode 91 uberlappi sich mil deni crslen Ab- 
schnitl der ersicn Hleklrode 81h. Aut der crsicn transparen- 
ten Pixel-Iileklrodc 91 isi eine /wcilc iransparente I^ixcl- 
Eicklrode 93 (oder viene lilektrode) niii cincr da/, wise hen - 
liegcndcn Isolierschichl ange^>rdnei. Die zwcitc iransparenic lo 
Pixel-Hlektrodc 93 iibcrlappl sieh vollstandig mil dcr crsten 
Elektrcxie 81b und dcr crsicn transparentcn Pixcl-Iilcklrtxle 

91 und sic ist leilwcise mil der Gaie-Bus-Ix'itung 60 und der 
Dalen-Bus-IxMtung 70 ubcrlappt, Der ersie Abschniii dcr cr- 
slen Elcktrode 81b ist in Koniaki mil dcr darubcrliegcndcn 15 
ersten transparenten Pixcl-Elcktrodc 91 bei C'l und der 
zweitc Abschniii der crsien Elekirodc 81b isi in Koniaki mil 
dcr dariibcrlicgcndcn zwciicn Hleklrode 87 bei C2, Dcr 
Diinnfilniiransisior beinhallcl cine Source-Elektrode 84, die 
sich von der Datcn-Bus-Lcilung 70 ersireckl. Hinc Drain- 20 
Elektro<.ic 85. die uni einen aus^cwiihllcn Absland von der 
Source- El ekir ode 84 bcabsiandet isi, cine Gale- Elcktrode 
81a, die sich von der Gate-Bus-Lciiung 60 aus ersireckl, und 
eine Kanalschichl 83 eincr TIalblcilerschicht, wie z. B. 
ainurphcs Siliziuiii. Die Kanalscliiclil 83 Uelerl cincn Pfad 25 
fiir den FluB von Tragern von dcr Source- Elcktrode 84 zu 
der Drain-Elektrode 85 oder uingekehrt. Die Drain-Hlek- 
irode 85 des Diinnfilmiransisiors 80 isi in Koniaki niit der 
dariiberliegenden zweiten transparenten Pixel-Elekirodc 93 
bei C3. M) 

Fig. 5 ist eine vereinfachte Schnitlansichl, die enllang der 
Linie 205-205' der Fig. 4 gcnonimcn ist. Niiimil man Bezug 
auf Fig. 5. so ist eine erslc isolierende Schicht 82 mil einer 
hohen dieleklrischen Konslante aut" einer oberen Oberflache 
der ersten Elekirode 81b ausgebildei. Ein ersies Durch- ^5 
gangsloch 102 ist bei einem ausgewahltcn Abschniii der er- 
sten Isolierschichl 82 ausgebildei. Die ersle iransparenic Pi- 
xel-Elektrode 91 ist in Koniaki mil der ersten Elekirode 81b 
durch das ersle Durchgangsloch 102 bei CI. Die zweite 
Elcktrode 87 ist auf einem ausgewahlien Abschniii der er- 40 
sten Isolierschichl 82 ausgebildei. Auf der ersten Isolier- 
schichl 82, die die ersle iransparenic Pixel-Elekirode 91 und 
die zweitc Elcktrode 87 enthali, ist eine zweitc Isolierschichl 

92 mil einer relaliv niedrigen Dielcktrizitalskonstante von 
2,5-3,6 ausgebildet. Die zweitc iransparenic Pixel-Elek- 4.s 
irode 93 ist auf der zweiten Isolierschichl 92 ausgebildei und 

in Koniaki mil der darunlerhegenden zweiten Elcktrode 87 
durch das zweite DurchgangslcKh 104 C2. Ausgchend von 
der obigcn Struktur wird ein crstcr Speichcrkondensator 
SCI durch die ersle transparent e Pixel -Elcktrode 91. die 50 
zweite iransparenic Pixel -Elekirode 93 und die zwciie Iso- 
Uerschichl 92, die dazwischen liegi, ausgebildei. zweiler 
Speichcrkondensator SC2 wird durch die erslc Elekirode 
81b, die zweitc Elekirode 87 und die ersle Isolierschichl 82. 
die da?wischcn licgi, ausgebildei. Bei dcr vorlicgenden 55 
Aust^uhrungsform sind dcr erste und dcr zwciie Spcicher- 
kondensator SGj und SG2 parallel mil dem l^^lussigknstall- 
kondensaior C\.C gcschalicl, wic in Fig. 7 gezeigt isi. 

Fig. 6 ist cine vereinfachte Schnitlansichl, die enllang ei- 
ner Lime 206-206' der Fig. 4 genoiiimcn ist und zcigi den 60 
Diinnfilmtransistor und einen bcnachbarten Abschniti da- 
von. 

Ninimi man Bezug auf F"ig. (>, so wird, u ic in Fig. 4 be- 
schricben ist, die Gate- Elekirode 81 a und die crsic Elekirode 
81b auf dem iransparcntcn isolicrenden Substrat 200 ausgc- 65 
bildet, und sic sind um einen ausgewahlien Abstand voncin- 
ander beabsiandei. Die crsic Isolierschichl 82 isl auf dem 
Substrat 200 ausgebildei, das die (jaie-Elckirodc 81a und 
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die crsic Iilekirodc 81b cnihali. Die Halblciierschichi 83 des 
aiiiorphcn Sili/iums isl bei einem ausgewahlien Abschniii 
der oberen Oberflache dcr ersicn Isolierschichl uber der 
( latc-l^'lckirode 81a ausgebildei. I^ie Sourcc-PJcktrodc 84 
und die Drain-I{lcktrode 85 sind auf der Halblciierschichi 83 
und der ersien Isolierschichl 82 ausgebildei und sie sind 
voncinander uin cincn ausgewahlien Ahsiand bcabstandcl. 
Die Drain-Pdekirodc 85 isi m Konlakt mil dcr zweiten Irans- 
parcnicn Pixel-Iilektrode 93, und zwar durch ein drill es 
Durchgangsloch 106 bei G3, Die Drain-Edekirodc 85 ist um 
einen ausgewahlien Abstand von der Source-Eieklrodc 84 
bcabstandcl. Die Kanalschichl 83 stclit einen Pfad fur den 
PluB von Tragern \on der Sou rcc-Edckl rode 84 zu dcr Drain- 
Elektrode 85 oder umgekehn bercii. Die Drain-Elektrode 85 
des DLinnfilmtransistors 80 ist in Konlakt mil der dariiberlie- 
genden zweiten Iransparcntcn Pixel-Eieklrodc 93 bei C3. 
Wie in Fig. 5 beschnebcn isi, isl die zwciic transparente Pi- 
xcl-Elcktrodc 93 cbenso in Konlakt mil dcr zweiten Elck- 
trode und zwar durch das zweite Durchgangsloch 104. 

Obwohl es in Fig. 6 nicht gezeigi ist, kann ein Material 
fur einen Alzsloppcr bzw. cine Alz-Sloppeinrichiung auf der 
Ilalbleiierschichi 93 ausgebildei werden, wic in Fig. 2 ge- 
zeigt ist, und eine doiicnc amorphe Siliziunischichi, z. B. 
eine N-l- amorphe Silizium-f'a-Si") Schicht t^iir einen ohm- 
schen Koniaki mil Source- und Drain-Elektroden 84 und 85 
kann jeweilig zwischen dcr Ilalbleiierschichi 83 und den 
Source- und Dram-Elekiroden 84 und 85 liegen. 

Wie in der Ersatzschallung der Fig. 7 gezeigt isl. isl der 
ersle Speichcrkondensator SGI und der zweitc Speichcrkon- 
densator SG2 parallel bezuglich des Fliissigkristallkonden- 
salors GLG bzw. der Flussigkrislali-Kapazitat GLC geschal- 
tet. Deshalb kann die vorlicgende LCD eine ausreichende 
Kapazitat fiir ein iiohes Oft~nungsverhaltnis gewahrleisten. 
Da die erste transparente Pixel- Elcktrode 91 nicht mil der 
Daten-Bus-Leiiung 70 ubcrlappt, wie in F'ig. 4 gezeigt isl, 
wird ein Uberspreehen dazwischen verhindert. 

Als nachsles wird unter Bezugnahme auf die beigefiigten 
Zeichnungen ein Verfahren zur Hersiellung eincr Miissigkri- 
slallanzeigc mil der obcn beschriebenen Slruklur bcschrie- 
ben. 

Ein erster Leiter aus opaken Melall, wie z. B. Titan ("Ti"), 
Tantal ("Ta"), Aluminium ("AI") oder MoW wird auf dem 
Inmsparcnien isolicrenden Substrat 200 abgcschieden und 
dann mil einem Muster vcrschen, um die Gale-Eleklrode 
81a, die erste Elekirode 81b, die als die unterc Elcktrode des 
zweiten Speicherkondensalors SC2 wirkt, und die Gate- 
Bus-Leitung 60 auszubilden. Mitilerweile kann als der erste 
I^'iicr die transparente Elekirode, wie z. B. Indiunizinnoxid 
cbenso zur Vereinfachung dcs rierstcliungsprozesscs vcr- 
wendei werden. Danach wird die erste Isolierschichl 82 oder 
die C3aic-Isolierschichi mil einer vergleichswcisc hohen Di- 
clektrizitaiskonsianie auf dcr gesanuen Oberflache eines er- 
sicn sich ergebendcn Subsirais ausgebildet, auf dem die 
Gaie-Eleklrode 81a, die crsic Elcktrode 81b und die Gatc- 
Bus-Lcilung 60 ausgebildei wurden. Danach wird die Halb- 
lciierschichi 83 aus amorphen Silizium auf einem ausge- 
wahlien Abschniii dcr crsten Isolierschichl 82 ausgebildet. 
Das ersle Durchgangsloch 102 wird durch Aizen eines aus- 
gewahlien Abschnills der ersien Isolierschichl 82 ausgebil- 
dei, so da 6 eine obere Oberflache der ersien Elekirode 81b 
freigelcgt uird. . Danach wird ein transparenics leiiendcs 
Material, wie z. B Indiunizinnoxid auf der gcsaniicn Ober- 
flache cines zweiten sich ergebendcn Subsirais, das das ersle 
Durchgangslocn 102 enthali, abgcschieden und dann mil ei- 
nem Muster vcrschen. um dadurch die erste transparente Pi- 
xel-lilekirode 91 auszubilden, die in Konlakt mil der darun- 
lerliegcnden crsten Elcktrode 81b bci Gl ist, wic in Fig. 3 
gezeigt isl. Als niichslcs wird ein zweiler Txiter aus einem 
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opakcn McialK uic /,. B. 'I'iian (" Ti' ), ':anial i" Ta"). Aluini- 
niuin ("Al") vxicr MoW aul cincin dnilcn si^h LM'iichcndcn 
Subsirat aus^cbitdci. aut" dcin die crslL* iranspaicnie Pixcl- 
l^lckircKic 91 ab^'L'SL'hiciien VMirdc, und wini dann niii cineni 
Muster versehen. uiii die Datcn-Bus-Lcitung 70 bcabsiandei ^ 
Lini einen aus^ewahlien Abstand von der ersien t ran spare n- 
ten Pixcl-lilekirude 91. die Source-rdektrode 94, ciie Drain- 
bdektrode 85 und die /.v\eiien Idekircxle 87 aus/.ubilden. Da- 
nach wird ein l-oioresisifilm b/.w. ein }-o!owidersiand.sfilni 
mil ciner vcr^leiebsweise niedri^cn l^ielekiri/.itaiskonsiante lo 
von uncefahr 2,5 bis un^efahr 3,0 bis zu einer Dieke von un- 
gefahr 1 pni bis un^'elahr 3 pni schleuderbeschichiel und 
dann ausgehiinei, uni dadurch eine /weiic isolicrende 
Schicht 92 aus/ubilden. Danacb wird die /.weiie isolierende 
Schicht 92 durch ein herkoniniliches b'oiolitographieverl^ah- !-S 
rcn mil eincni Muster versehen, so daB die /.wcile Hlektxodc 
87 und die l>ain-ldekirode 85 tVei^elegi werden, wodurch 
das zwcitc Durchgangsloch 104 und das driltc Durchgangs- 
loch 106 ausgebildei werden. A Is nachsies wird ein transpa- 
renter Ixitcr. wie /.. B. Indiuni/innoxid auf der gesaintcn 20 
Oberflache eines vierten sich ergebenden Substrats abgc- 
schieclen, auf den das Durchgangsloch 104 und das dritte 
Durchganesloch 106 ausgcbildet sind. und niit eineni Mu- 
ster versehen. uni die zweite transparente Pixel-Hlektrode 93 
aus/ubilden, die in Koiilakt mil der /weilen HlckU"ode 87 25 
durch das zweite Durchgangsloch 104 bei C'2 und der Drain- 
Hlektrode 85 des Dunnfilnitransistors 80 durch das dritte 
Durchgangsloch 106 bei C3 isi. Zu dieser Zeit wird die 
zweite transparenie Pixel-Elektrode 93derartig ausgebildet, 
daB sie sich teilweisc inn der Daien-Bus-Leitung 70 und der ^ 
Gaie-Bus-Leilung 60 Liberlappt. 

Wie oben beschrieben wurde, kann geinaB der vorliegen- 
den Erfindung, da zwei Speicherkondensatoreii fiir einen 
Einheilspixel der Pliissigkristallanzeige bereitgestcllt sind, 
ausrcichcnd Speicherkapazilat gcwahrleistel werden. Intel- 
gcdessen wird die Bildqualitat vcrbcsscn. 

Da weiter die Pixel-Elektxodc aus transparcnten Elektro- 
dcn mit Doppelschichtstruktur von unteren und oberen 
transparcnten Elekiroden besicht und die uni ere I ran spare nte 
Eiektrodc um einen groBen Absiand von der Daien-Bus-Lei- 40 
tung autgrund der Exisienz der oberen iransparenten Eiek- 
trodc beabstandci werden kann. kann ein hori/.ontales Uber- 
sprcchcn zwischen der Daten-Bus-la.*itung unti der Pixel- 
Elcktrode verhindert werden. Darijberhinaus, da ein Male- 
rial mil vergleichsweise niedriger l^ielektrizilatskonslanlc 4,s 
I'ur einen Speicherkondcnsator in deni sich uherlappcnden 
Abschmtt eines erstreckten Abschnitts der oberen Pixel- 
Elekiro<le und der Daien-Bus-Txiiung vcrwendei w ird, kann 
ein vertikales I Jbersprcchcn verhindert uerden. l^aruberhin- 
aus kann, da die obcre iransparenle Eiektrodc sich zu ausge- >o 
v-ahltcn Abv;chmtten der ]l:i\cn-]\\]^-J L'ltiing iind der (late- 
Bus-lA:itung crstrecki. die hohe C)llnung geu ahrleistei wer- 
den. 



Patent an spruche 

1. 1 "lussigkristalianzcigc. die lolgcndcs unilaBi: 
ein t ran spare ntes isolicrcndes Substrat: 



eine erste Isoherschichi, die aul der ersten rdektrode 
ausgebildet isi; 

eine zweite P!lekirode, die bei einen; ausgew ahltcn Ab- 
schnitl ciner oberen Oberflache tier ersten Isc^her- 
schicht ausgebildet ist; 

cine erste transparenie Idcktrode, die innerhalb des 
Einheit-spixelbereichs ausgebikiet ist. wobei die ersie 
transparenie bdektrode uiii cinen ausge wall It en Ab- 
stand von der zweiten ]{lektrode beabsiandet ist und in 
Kontakt mil der ersten Elektr^xie ist; 
eine zweite Isoiierschicht. die aul^ der oberen Oberfla- 
che der ersien Isoiierschicht ausgebildet ist. die die er- 
ste transparenie Eiektrodc und die zweite Eleklrcxie 
enlhall; 

eine zweite transparenie Pdeklrcxlc, die auf der zweilen 
Isoiierschicht ausgebildet isi, wobei die zweite transpa- 
renie Eiektrodc teiiweise ini tJberlapp mil dem Paar 
von CJatc-Bus-Lcitungcn und dcm Paar von Datcn- 
Bus-Eeitungen ist und in Koniakt mil der zweiten Eiek- 
trodc durch die zweite Isolierschichi hindurch ist; und 
ein Schalicicnient, das elektrisch mil der zweiten irans- 
parenten Eicklrode vcrbunden isi. 

^ T"hiKsipknstHll;in7eipe n^^ch Ansnnich 1 bei wolchrr 
die erste und die zweite Eiektrodc aus de nisei ben Ma- 
terial ausgebildei ist. 

3. Elussigkristallanzeige nach Anspruch 2, bei weichcr 
die erste und die zweite transparenie Elektxode Indium- 
zinnoxid ist. 

*i Fiussigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei weichcr 
die erste Eiektrodc aus deniselben Material wie die Da- 
icn-Bus-Leiiung ist. 

."S Fiussigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei welcher 
das transparenie isolierende Substrat ein Glassubsixat 
ist. 

6 Idussigkristallanzeige nach Anspruch 1, bei weichcr 

das Schallelcment ein Dunnfilnitransislor ist. 

7. Pdussigknstalianzeige nach Anspruch 1, bei welcher 

die zweite isolierende Schicht hinsichllich der Diclek- 

irizitalskonslantc kleincr isi, als die erste isolierende 

Schicht. 

8 Fiussigkristallanzeige nach Anspruch 7, bei welcher 
die zweite isolierende Schicht dieicktriscb ist und eine 
Dieiektrizitatskonsiante von iingetlihr 2,.^ bis etwa 3,6 
aufweisl. 

9 Fiussigkristallanzeige mit cineiii hohen OtYnungs- 
vcrhallnis, die tblgcndes uiiifaBl: 

ein iransparcnlcs isoiiercndes Substrat; 
cine Anzahi von Gate-Bus-Ixitungen und eine Anzahl 
vv^n Datcn-Bus-Ecitungcn, die nonnal b/M. scnkrechl 
/u der .Anzalil von Cjaic-Bus-I^'itungen auf dem trans- 
p.irenien isolierenden Stibstrnt angeordnet sind, wobei 
cin I:inheiispixeibercich durch einen Bereich fcsigelcgt 
isi, der durch cin Paar von Ciate-Bus-Ecitungen und cin 
l^aar von Daten-Bus-Eeitungen begrenzl ist; 
eine erste I:ileklrode, die parallel zu der Ciate-Bus-lxi- 
iLing innerhalb des Einheitspixclbereichs angeordnet 
isi, wobei die erste Elckir*.xlc emen ersten .'Xbschniit 
mil einer ersten Breite und einen zweiten .^bschnitt mil 



iciuicn >unN[rai angeordnet sind. uohci cm idnncilspi- 
\cihcreich durch cincn i>creici' icslgclcgl isl. der durch 
cm l^aar von ( laic-Bus-Ecii jngcn unti cin l^aar von Da- 
tcn-Bus-Ecitungcn bcgrcnz: isi: 

cine ersie Ideklrode. die parallel zu der ( laie-Bus-Eci- 



i.jsgchildcl isl. 

cmc zweiic l:lck;rodc. die hei eincii; ausgcu afilien Ah- 
schniti ciner oberen Obertlachc der ersien Isoiier- 
schicht ausgebildet ist; 

cine erste transparenie Elekir(.xle. die innerhalb des 

l"tniici!s[^i\clhcrcictis j .:sl: Kiel is', u-^'^ci die c:s^c 
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siand von der /w ciicn Hlckirodc bcabsiandci isi und in 

Kontdkt mil dcr crstcn Iilekirodc ist; 

einc zwcite Isolierschichi, die auf cincr obcren OberOa- 

che dcr ersicn Isolierschichi ausgebildei isi, die die er- 

sic iransparenie I:Iektrodc und die zweilc lilektrode ^ 

enthalu 

eine zweite iransparenie HIckirode, die auf der zweitcn 
Isoherschicht ausgebildet isi, vvobei die zwciie iranspa- 
renie Elekirode leilwcisc von dem Paar von Gaie-Bus- 
Leitungen und von dciii Paar von Daten-Bus-Lciiungen lO 
uberlappi isi und in Kontakt mil dcr zweiten Hlektrodc 
durch die zweiie Isolierschichi hindurch ist; und 
ein Schallelenienl, das cleklrisch mil der zweilcn irans- 
parenien Elekirodc verbunden isi. 

10. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 9, bei wel- 15 
cher die erste und die zweile Iransparenie Elekirode aus 
demselben Maierial hergesielii sind. 

11. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 10, bci wcl- 
cher die ersie und die zweile Elekirode aus Indiuni- 
zinnoxid sind. 20 

12. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 10, bei wel- 
cher die Dielekiriziiatskonsianie der zweilen Isolier- 
schichi kleinerisi als jene der ersten Isolierschichi. 

13. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 12, bei wel- 
cher die zweile Isolierschichi dielekLrisch isi und eine 25 
Dielektrizilaiskonsianle von ungefahr 2,5 bis ungefiihr 
3,6 hat. 

14. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 13. bei wel- 
cher die zweite Isolierschichi ein Fotowiderstandsfilm 
ist. 30 

15. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 14, bei wel- 
cher der Foiowidersiandsfilm eine Dicke von ungefahr 
1 um bis ungefahr 3 \im hat. 

16. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 9, bei wel- 
cher das iransparenie isolierendc Substrai ein Glassub- 35 
sirai isi. 

17. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 9, bei wel- 
cher das Schalielemeni ein Diinnfilniiransistor isi. 

18. Flussigkrislallanzeige nach Anspruch 9, bei wel- 
cher der zweiie Abschnitl der ersien Elekirode eine 40 
viereckigc Platte ist. 

19. Flussigkristailanzeige nach Anspruch 18, bei wel- 
cher die zweile Elekirode hinsichtiich der F'lache klei- 
ner ist, als die ersie Elekirode and innerhalb der ersten 
Elekirode angeordnei ist. 45 

20. Vertahren zur Herslellung einer Flussigkrislallan- 
zeige, die einen ersien Kondensator umfaBi. der durch 
iransparenie Pixel-Elektroden mil Doppelschichisiruk- 
lur ausgebildei isi, die auf einem iransparenten isolie- 
renden Substrai ausgebildei sind: und so 
einen zweiten Kondensator umt^aBt, der durch ersie und 
zweile Eleklroden mil Doppelschichtstruktur ausgebil- 
dei ist, wobei die ersien und zweilen Kondensatoren 
cleklrisch mit einem Diinnfilmiransistor verbunden 
smd, der Source-, Dram- und Cjaie-Hlektroden umtaBi, 55 
wobei das Verfahren tblgendc Schriiie umfaBi: 

die ersie Elekirode, eine Cjaie-Bus-Leiiung und die 
Gate-Eleklrode wird auf einem transparenien isolieren- 
den Substrai ausgebildet, wobei die ersie Elekirodc 
parallel zu der Gaie-Bus-Leiiung beabsiandei isi, und 60 
zwar uni einen ersien Absland von der Gaie-Bus-Lei- 
lung beabsiandei; 

eine ersie Isolierschichi wird auf dcni ersien sich erge- 
benden Substrai ausgebildei. das die Gaie-Bus-Lciiung 
und die crsic Elekirodc cnthall; 65 
eine zwciie Isolierschichi wird auf einem ausgewahlien 
Abschniii einer obercn Oberflache der ersien Isolier- 
schichi ubcr dcr Gatc-Elektrode ausgebildei; 



ein crsies Durchgangsloch in der ersien Isolierschichi 
wird deranig ausgebildei. daG ein ausgewiihller Ab- 
schnilt der ersien lilckirodc, der unter der ersien Iso- 
lierschichi Meg I, treigclegl wird; 

cine erste iransparenie lilekirode wird in Koniakl mil 
der ersien Elekirode durch das ersie Durchgangsloch 
auf dcr ersien Isolierschichi ausgebildei; 
glelchz^'lllg wird erne zweile Elekirodc, cine Daten- 
Bus-Leiiung senkrcchi zu dcr Cjaie-Bus-Eeiiung und 
beabsiandei von der ersicn transparenien Elekirode, 
und Source- und Drain-ltlektroden beabsiandei vonein- 
andcr auf den ausgewahlien Abschnitlen der oberen 
Oberflache der ersicn Isolierschichi ausgebildei; 
eine zweile Isolierschichi wird auf dent zweilen sich 
ergebenden Subsiral, das wenigslens die Drain-Elek- 
Lrode und die zweite Elekirode enthall, ausgebildei; 
ein zweiies Durchgangsloch, das einen ausgewahlien 
Abschnitl dcr Drain-Elcklrodc frcilcgl. und cin driltcs 
Durchgangsloch. das einen ausgewahlien Abschnitl der 
zweiten Elekirode frcilegl, wird in der zweiten Isolier- 
schichi ausgebildet; 

eine zweile iransparenie Elekirode, die in Kontakt mil 
der Drain-Eleklrode ist, wird durch das zweite Durch- 
gangsloch und die zweite Elekirode durch das dritle 
Durchgangsloch auf der zweilcn Isolierschichi ausge- 
bildet, wobei die zweite iransparenie Elekirode sich 
leilweise mit der Gatc-Bus-Leitung und der Daten- 
Bus-Leilung iiberlappl. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, bei weichem die 
zweile Isolierschichi eine kleinere Dielektrizitatskon- 
sianie aufweisl, als die erste Isoherschicht. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, bei weichem die 
zweile Isolierscliicht eine Dielektrizitaiskonstante von 
ungefahr 2,5 bis ungetlihr 3,6 aufweist. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, bci weichem die 
zweile Isolierschichi durch Schleuderbeschichlen bzw. 
"spin-coaling" eines Fotowiderslandsfilms mit einer 
Dicke von ungetahr 1 bis 3 pni ausgebildei wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 20, bei weichem die er- 
ste Elekirodc dasselbe Maierial aufweist, wie die erste 
und zweile Iransparenie Elekirode. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, bei weichem die er- 
ste Elekirode, die erste und die zweile transparente 
Elekirode aus Indiumzinnoxid ausgebildet sind. 
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